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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING THIN METAL-CONTAINING LAYERS HAVING A LOW ELECTRICAL RESIS-
TANCE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DUNNER METALLHALTIGER SCHICHTEN MIT GERINGEM
ELEKTRISCHEN WIDERSTAND

(57) Abstract: The invention relates to a

method for producing thin metal-containing

—f layers having a low electrical resistance during
which a metal-containing layer (5°) having

d1 a first grain size is firstly formed until it has
4~ X a recrystallization thickness (d1). Once this
3 ] recrystallization thickness (d1) is attained, a
d recrystallization is subsequently carried out in

9 order to produce a metal-containing layer (5°°)
having an increased grain size. Afterwards, the
metal-containing layer (5°") having the increased
grain size is thinned until it has a desired target
5r thickness (d2) thereby obtaining a very thin
metal-containing layer having a even lower

<
r electrical resistance.
d
4~ . et * (57) Zusammenfassung: Die Erfindung
3 S i betrifft ein Verfahren zur Herstellung diinner
b metallhaltiger ~ Schichten  mit  geringem
1 L’\’_’_\/‘W\/\/\? elektrischen Widerstand, wobei zunichst eine

metallhaltige Schicht (5°) mit einer ersten
KorngréBe bis zu einer Rekristallisationsdicke
(d1) ausgebildet wird und anschlieBend bei dieser
g Rekristallisationsdicke (d1) eine Rekristallisation
zum Erzeugen einer metallhaltigen Schicht (5°°)
mit einer vergréBerten KorngréBe durchgefiihrt

wird.  AbschlieBend wird die metallhaltige

Z 72z
3 Schicht (5°’) mit der vergréBerten KorngroBe
auf eine gewiinschte Zieldicke (d2) gediinnt,
1 C wodurch man eine sehr diinne metallhaltige

Schicht mit weiter verringertem elektrischen
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a first grain size is firstly formed until it has a recrystallization
thi ckness (dl). Once this recrystallization thickness (dl) is attained,
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